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@ Elektronisches Bauelement, insbesondere mrt akustlschen Oberf lachenwellen arbeitendes Bauelement - 
OFW-Bauelement - 

(§) OFW-Bauelement mit durch sine kappenformige Abdek- 
kung (2) dicht gegen Umweiteinfiusse verkapseften elektri- 
schen Strukturen (3), bei dem in Fenstern (7) in der 
Abdeckung (2) von in diesen befindiichen AnschluBpads der 
elektrtech leitenden Strukturen (3) Metallisierungen (4) und 
auf der Abdeckung (2) lotfahige Metallisierungen (6) vorge- 
sehen sind, die Qber Durchkontaktierungen (5) mit den 
PAD-Metallisierungen (4} verbunden sind. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein elektronisches 
Bauelement, insbesondere mit akustischen Oberflachen- 
wellen arbeitendes Bauelement — OFW-Bauelement — 5 
nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 1. 

In der aiteren deutschen Patentanmeldung 
P 44 154113 ist eine Verkapselung fur elektronische 
Bauelemente mit einer Bauelemente-Strukturen auf ei- 
nem Substrat verschlieBenden Kappe beschrieben, bei 10 
dem die Kappe durch eine auf einem Substrat vorgese- 
hene Abdeckung gebildet ist, welche in Bereichen der 
Bauelemente-Strukturen diese aufnehmende Ausneh- 
mungen besitzt Eine derartige Verkapselung schutzt 
die Bauelemente-Strukturen gegen Umwelteinflusse, so 15 
daB derartig verkapseite elektronische Bauelemente oh- 
ne weiteres Gehause direkt weiterverwendbar sind 

Mit zunehmender Miniaturisierung werden Bauele- 
mente angestrebt, die ein minimales Gehausevolumen 
beanspruchen und eine niedrige Bauhohe besitzen. Der- 20 
artige Anforderungen stellen sich beispielsweise bei der 
Anwendung von elektronischen Bauelementen in Chip- 
karten, wie etwa Telefonkarten oder Kreditkarten. Bau- 
elemente mit einer Verkapselung nach der oben ge- 
nannten aiteren deutschen Patentanmeldung erfullen 25 
diese Anforderungen optimaL 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zu- 
grunde, ein Bauelement der in Rede stehenden Art an- 
zugeben, das fur eine SMD-Montage geeignet ist 

Diese Aufgabe wird bei einem Bauelement der ein- 30 
gangs genannten Art erfindungsgemaB durch die Merk- 
male des kennzeichnenden Teils des Patentanspruchs 1 
geldst 

Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand von 
Unteransprfichen. 35 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines Aus- 
fuhrungsbeispieles gemaB den Figuren der Zeichnung 
naher erlSutert Es zeigt: 

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines erfin- 
dungsgemaBen fflr erne SMD-Montage geeigneten 40 
OFW-Bauelementes; und 

Fig. 2 eine schematische Teildarstellung des Bauele- 
ment es nach Fig. 1 in Aufsicht 

GemSB Fig. 1 besteht ein OFW-Bauelement genereU 
aus einem piezoelektrischen Substrat 1 und darauf vor- 45 
gesehenen ieitenden Strukturen 3, bei denen es sich bei- 
spielsweise urn Elektrodenfinger von Interdigitalwand- 
lern, Resonatoren oder Reflektoren handeln kann. Wie 
in der eingangs genannten aiteren deutschen Patentan- 
meldung beschrieben, sind die elektrisch Ieitenden 50 
Strukturen 3 durch eine Kappe 2 abgedeckt, welche die 
Strukturen gegen Umwelteinflusse schutzt Das Bauele- 
ment ist mit der Abdeckung 2 und dem Substrat i als 
"Gehause" direkt weiterverwendbar. 

ErfindungsgemaB sind fur eine SMD-Montage geeig- 55 
nete Kontakte fur die elektrische Kontaktierung der 
Ieitenden Strukturen 3 vorgesehen. Wie aus Fig. 1 er- 
sichtlich, ist in der Abdeckung 2 ein Fenster 7 vorgese- 
hen, in dem sich eine Metallisierung 4 befindet, welche 
mit einer (nicht dargestellten) AnschluBflache — Pad — 60 
der elektrisch Ieitenden Strukturen 3 in Kontakt stent 
Weiterhin ist auf der Abdeckung 2 eine fur die SMD- 
Montage geeignete ldtfahige Metallisierung 6 vorgese- 
hen, welche flber eine Durchkontaktierung 5 mit der 
Pad-Metallisierung 4 verbunden ist 65 

In Weiterbildung der Erfindung sind die Pad-Metalli- 
sierung 4, die Durchkontaktierung 5 und die ldtfahige 
Metallisierung 6 auf der Abdeckung 2 aus dem gleichen 
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Material hergestellt, wodurch sich eine gunstige wenig 
aufwendige Herstellung ergibt 

Mindestens die ldtfahige Metallisierung 6 auf der Ab- 
deckung 2 kann durch eine Materialschichtfolge Titan, 
Wolfram, Nickel, Gold gebildet sein, wobei Titan und 
Wolfram die Haftfahigkeit auf der Abdeckung 2, Nickel 
die LStfahigkeit und Gold einen Oxidationsschutz ge- 
wahrleisten. Die Schichtdicken von Titan und Wolfram 
sind vorzugsweise kleiner als 0,1 um, von Nickel etwa 
1 um und von Gold etwa 0,1 urn. 

Eine besonders kostengunstige Variante besteht im 
Aufdampfen einer Schicht folge aus TiW, Cu oder Ni 
und Au, deren Dicke insgesamt kleiner als 10 um, vor- 
zugsweise gleich 03 um ist, der Strukturierung dieser 
Schicht durch gepulste Lasers trahlung und stromloser 
Verstarkung mit Cu. Dabei wird auch die Durchkontak- 
tierung 5 erzeugt AbschlieBend kann zur Passivierung 
Au in einer Dicke von 0,1 um abgeschieden werden. 

Da die Durchkontaktierungen 5 auf einer eine Viel- 
zahl von Bauelementesystemen enthaltenden Substrat- 
scheibe erzeugt werden, konnen sie auch so positioniert 
sein, daB jeweils ein Teil der Durchkontaktierung je- 
weils einem Bauelementesystem zugeordnet ist, d h. ei- 
ne Durchkontaktierung fur zwei Bauelementesysteme 
ausreicht 

Ebenso kann die Zuveriassigkeit dadurch erhoht wer- 
den, daB die Durchkontaktierungen redundant ausge- 
fuhrt werden, d h. einem Pad zwei Durchkontaktierun- 
gen zugeordnet werden. 

Patentanspruche 

1. Elektronisches Bauelement, insbesondere von 
mit akustischen Oberflachenwellen arbeitendes 
Bauelement — OFW-Bauelement — , mit fur eine 
SMD-Montage geeigneten Kontakten, bei dem auf 
einem Substrat (1) vorgesehene elektrisch leitende 
Strukturen (3) durch eine kappenfdrmige Abdek- 
kung (2) dicht gegen Umwelteinflusse verkapselt 
sind, dadurch gekennzeichnet, daB in Fenstern (7) 
in der Abdeckung (2) auf in diesen befindlichen 
AnschluBflachen — Pads — der elektrisch Ieiten- 
den Strukturen (3) Metallisierungen (4) und auf der 
Abdeckung (2) ldtfahige Metallisierungen (6) vor- 
gesehen sind und daB die IStfahigen Metallisie- 
rungen (6) uber Durchkontaktierungen (5) mit dem 
Pad-Metallisierungen (4) verbunden sind 

2. Elektronisches Bauelement nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Pad-Metallisie- 
rungen (4) die Durchkontaktierungen (5) und die 
ldtfahigen Metallisierungen (6) auf der Abdeckung 
(2) aus dem gleichen Material hergestellt sind 

3. Elektronisches Bauelement nach Anspruch 1 
und/oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB minde- 
stens die ldtfahigen Metallisierungen (6) auf der 
Abdeckung (2) durch eine Materialschichtfolge Ti- 
tan, Wolfram, Nickel, Gold gebildet sind 

4. Elektronisches Bauelement nach Anspruch 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB Titan und Wolfram eine 
Schichtdicke von (0,1 um, Nickel eine Schichtdicke 
von etwa 1 jim und Gold eine Schichtdicke von 
etwa 0,1 ujn besitzen. 

5. Verfahren zur Herstellung eines elektronischen 
Bauelementes nach einem der AnsprQche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Metallisierungen 
(6) durch Aufdampfen einer Schichtfolge TiW, Cu 
oder Ni und Gold, Strukturierung durch gepulste 
Laserstrahlung und stromloser Verstarkung mit Cu 
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erzeugt werdea 

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Schicht folge in einer Dicke von 
insgesamt 10 \un erzeugt wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Schichtfolge in einer Dicke von 
0,1 um erzeugt wird. 

8. Verfahren nach einem der Anspriiche 5 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daB auf die Schichtfolge 
Gold in einer Dicke von 0,1 um abgeschieden wird 

9. Verfahren nach einem der Anspriiche 5 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, daB mit den Metallisie- 
rungen (6) die Durchkontaktierungen (5) erzeugt 
werden. 

10. Verfahren nach einem der Anspriiche 5 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, daB jeweils einem Pad (3) 
mindestens zwei Durchkontaktierungen (5) zuge- 
ordnet werden 
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